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1 Abstract 


j A high-frequency switch includes a multi-layer board or a laminate. The laminate is formed by 
1 laminating many dielectric layers 14. First and second strip lines, capacitors and so on are l 
1 provided inside the laminate. Each of the capacitors is formed by the combination of the '< 
i dielectric layer and two capacitor electrodes which sandwich the dielectric layer. Also, first and 
1 second diodes and so on are mounted on the laminate. Furthermore, external electrodes are 1 
1 formed on portions of four sides of the laminate. 
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Prijfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(m) Hochfrequenzschalter 

(§) Ein Hochfrequenzschalter umfaBt eine Mehr-Schlchtplatl- 
ne Oder ein Lamlnat. Das Laminat ist durch Laminieren vieler 
dielektrischer Schichten gebildet. Eine erste und eine zweite 
Streifenleitung und Kondensatoren sind Innerhalb des Lami- 
nats vorgesehen. Jeder der Kondensatoren wird mittels der 
dielektrischen Schicht und mittels zwei Kondensatorelektro- 
den, die die dielektrische Schicht einschlie&en, gebildet. 
Eine erste und eine zweite Diode sind ebenfalls auf dem 
Laminat befestigt. Weiterhin sind auBere Elektroden auf 
Abschnitten der vier Selten des Laminats gebildet. 
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Beschreibung schen Senden und Empfangen umgeschaltet werden. 

Fig. 7 ist eine Draufsichtdarstellung, die ein Beispiel 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen eines herkommlichen Hochfrequenzschalters zeigt, der 

Hochfrequenzschalter, und bezieht sich insbesondere die Schaitung hat, die in Fig. 6 gezeigt ist Der Hochfre- 
auf einen Hochfrequenzschalter zum Schalten eines Si- 5 quenzschaher 1 schlieCt ein Substrat 2, eine erste und 

gnalweges in einer Hochfrequenzschaltung, zum Bei- eine zweite Streifenleitung 3a und 3b ein, und Kontakt- 

spiel einem digitalen tragbaren Telefon oder ahnlichem. flecken sind auf der Hauptoberflache des Substrats 2 ' 

Wie in Fig. 5 gezeigt ist, wird ein Hochfrequenzschai- gebildet, und eine erste und eine zweite Diode 4a und 

ter zum Umschalten einer Verbindung zwischen einer 4b. ein erster, ein zweiter, ein dritter urid ein vierter 
Sendeschaltung und einer Antenne ANT und einer Ver- lo Chip-Kondensator 5a, 5b, 5c und 5d, und ein erster Chip- 

bindung zwischen einer Empfangsschaltung RX und der Widerstand 6 sind mit den Streifenleitungen unter den 

Antenne ANT in einem digitalen, tragbaren Telefon Kontaktflecken verbunden. 

Oder ahnlichem verwendcL Nachdem jedoch bei dem herkommlichen Hochfre- 

Rg. 6 ist ein Schaltungsdiagramm, das ein Beispiel quenzschaher 1, der in Rg. 7 gezeigt ist, fur jede der 

eines Hochfrequenzschalters zeigt, der zum technologi- 15 Langen der ersten und der zweiten Streifenleitung 3a 

schen Hintergrund der vorliegenden Erfindung zahlt, und 3b im wesentlichen 1/4 der LSnge einer Wellenlan- 

und auf den sich die vorliegende Erfindung bezieht Der ge eines Sendesignals oder eines Empfangssignals erfor- 

Hochfrequenzschalter ist mit einer Antenne ANT, einer derlich ist und einige 10 Millimeter erforderlich sind, 

Sendeschaltung TX und einer Empfangsschaltung RX obgleich dies von einer Dielektrizitatskonstante des 

verbunden. Mit der Sendeschaltung TX ist eine Anode 20 Substrats 2 usw. abhangt, hat ein Abschnitt, der der 

einer ersten Diode Dl flber einen ersten Kondensator ersten und der zweiten Streifenleitung 3a und 3b zuge- 

Cl verbunden. Die Anode der ersten Diode Dl ist iiber ordnet ist, eine groBe Flache auf dem Substrat 2. Folg- 

eine Serienschaltung einer ersten Streifenleitung SLl lich besteht bei dem Hochfrequenzschalter ein Problem 

und eines zweiten Kondensators C2 geerdet Weiterhin darin, ihn zu miniaturisierea 

ist an einem Zwischenpunkt der ersten Streifenleitung 25 Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen 

SLl und des zweiten Kondensators C2 ein erster Steue- kleinen Hochfrequenzschalter zu schaffen. 

rungsanschluB Tl uber einen ersten Widerstand Rl ver- Diese Aufgabe wird durch einen Hochfrequenzschal- 

bunden. Mit dem ersten SteuerungsanschluB Tl ist eine ter nach Anspruch 1 geldst 

Steuerungsschaltung zum Schalten des Hochfrequenz- Die vorliegende Erfindung schafft einen Hochfre- 

schalters verbunden. Eine Kathode der ersten Diode Dl 30 quenzschaher, der mit einer Sendeschaltung, einer Emp- 

ist ebenfalls mit der Antenne ANT uber einen dritten fangsschaltung und einer Antenne verbunden ist, um 

Kondensator C3 verbunden. Mit dem dritten Kondensa- eine Verbindung zwischen der Sendeschaltung urid der 

tor C3, der mit der Antenne ANT verbunden ist, ist die Antenne und eine Verbindung zwischen der Empfangs- 

Empfangsschaltung RX flber eine Serienschaltung einer schaitung und der Antenne' zu schalten. der folgende 

zweiten Streifenleitung SL2 und.eines vierten Konden- 35 Merkmale aufweist: 

sators C4 verbunden. .Mit einem mittbren Punkt der eine erste Diode, deren Anode mit der Sendeschaltungs- 

zweiten Streifenleitung SL2 und des vierten Kondensa- seite verbunden ist, und deren Kathode mit der Anten- 

tors C4 ist ebenfalls eine Anode einer zweiten Diode D2 nenseite verbunden ist, 

verbunden. Die Kathode der zweiten Diode D2 liegt auf eine Streifenleitung, die zwischen die Antenne und die 

Masse. 40 Empfangsschaltung geschaltet ist, und 

Beim Senden mit dem Hochfrequenzschalter, der in eine zweite Diode, deren Anode mit der Empfangsschal- 

Rg. 6 gezeigt ist, wird eine positive Spannung an den tungsseite verbunden ist. und deren Kathode mit einer 

ersten SteuerungsanschluB Tl angelegt . Durch die Masseseite verbunden ist, 

Spannung sind die erste Diode Dl und die zwehe Diode wobei die Streifenleitung innerhalb einer Mehr-Schicht- 

D2 leitend. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Gleichstrom- 45 platine vorgesehen ist, und die erste Diode und die zwei- 

komponente durch den ersten bis vierten Kondensator te Diode auf der Mehr-Schichtplatine befestigt sind. 

C1-C2 abgeschmtten, wodurch die Spannung, die an Nachdem die Streifenleitung innerhalb der Mehr- 

dem ersten SteuerungsanschluB Tl anliegt, lediglich an Schichtplatine vorgesehen ist, und die erste und die 

eine Schaitung angelegt wird, die die erste Diode Dl zweite Diode auf der Mehr-Schichtplatine befestigt 

und die zweite Diode D2 einschlieBt Wenn die erste 50 sind, wird eine Flache des Hochfrequenzschahers in ei- 

Diode Dl und die zweite Diode D2 leitend sind, wird ein ner ebenen Darstellung emiedrigt 

Signal aus der Sendeschaltung TX an die Antenne ANT Entsprechend der vorliegenden Erfindung wird ein 

Qbertragen, und das Signal wird von der Antenne ANT kleiner Hochfrequenzschalter erhalten. 

gesendet Inzwischen wird das Seiidesignal der Sende- Ein bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen- 

schaltung TX nicht an die Empfangsschaltung RX ge- 55 den Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf 

sendet, da die Streifenleitung SL2 durch die zweite Di- die beiliegenden Zeichnungen naher erlautert Es zei- 

ode D2 auf Masse liegt und in Resonanz ist, und eine gen: 

Impedanz, die an einem Verbindungspunkt A auf der Rg. 1 eine perspektivische Darstellung, die ein Aus- 

Empfangsschaltungsseite RX beobachtet wird, sehr fiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt; 
groBist 60 Fig. 2(A) bis Rg.2(G) Draufsichtdarstellungen, die 

Auf der anderen Seite sind beim Empfang die erste Elektroden auf jeder dielektrischen Schicht usw. des in 

Diode Dl und die zweite Diode D2 durch eine Span- Rg. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiels zeigen; 

nung, die nicht an den ersten SteuerungsanschluB Tl Rg. 3 ein Schaltungsdiagramm des in Rg. 1 gezeigten 

angelegt ist, sperrend. Folglich wird ein Empfangssignal Ausfuhrungsbeispiels; 

an die Empfangsschaltung RX ubertragen und wird 65 Rg- 4(A) und Rg. 4<B) Draufsichtdarstellungen, die 

nicht auf die Sendeschaltungsseite TX ubertragen. Auf ein weiteres Beispiel des funften Kondensators des in 

diesem Weg kann durch Steuerung einer Schaitung, die Rg. 1 gezeigten Ausfiihrungsbeispiels zeigen; 

an Hi»n pr«f>n StenprimirssinsphliiR Tl anoplput ist. 7wi- Flor. 5 einp illiistriitivft Djirstp.Hiirui'. die eine Fiinktion 
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einesHochfrequenzschalterszeigt; resonanzschaltung gebildet, wodurch eine Impedanz, 

Fig. 6 ein Schaltungsdiagramm, das ein Beispiel eines die von dem Verbindungspunkt A der Antenne ANT 

Hochfrequenzschalters zeigt, der ein Hintergrund der und der zweiten Streifenleitung SL2 in Richtung der 

vorliegenden Erfindung ist, und auf den die vorliegende Empfangsschaltungsseite RX beobachtet wird, unend- 

Erfindungangewandtwird;und 5 Jich sein kann. Folglich wird ein Signal von der Sende- 

Fig. 7 eine Draufsichtdarstellung, die ein Beispiel ei- schaltung TX nicht an die Empfangsschaltung RX iiber- 

nes herkommlichen Hochfrequenzschalters zeigt. tragen, wodurch ein Einfiigungsverlust zwischen der 

Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung, die ein Sendeschaltung TX und der Antenne ANT erniedrigt 

■ Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt, werden kann. Weiterhin kann zwischen der Antenne 

Rg; 2 (A) bis Fig. 2(G) sind Draufsichtdarstellungen, die lo ANT und der Empfangsschaltung RX eine gute Isola- 

jede Elektrode auf jeder dielektrischen Schicht usw. des tion erreicht werden. Wenn inzwischen eine Spannung 

Ausfiihrungsbeispieis zeigen, Fig. 3 ist ein Schaltungs- an den ersten SteuerungsanschluB Tl angelegt ist, wird 

diagramm des Ausfiihrungsbeispieis. ein Strom durch den ersten, den zweiten, den dritten, 

Nachdem der Hochfrequenzschalter des Ausfuh- den vierten, den fiinften und den sechsten Kondensator 

rungsbeispiels eine Charakteristik bezuglich einer 15 Cl, C2, C3, C4, C5 und C6 abgeschnitten, urn lediglich 

Struktur und auBerdem eine Charakteristik bezuglich durch eine Schaltung zu flieBen, die die erste Diode Dl 

einer Schaltung hat, wird zuerst die Schaltung des Aus- und die zweite Diode D2 einschlieBt, und die andere 

fuhrungsbeispiels mit Bezug auf Fig. 3 beschrieben. Bel Abschnitte nicht beeinfluBt 

dem Hochfrequenzschalter des Ausfuhningsbeispiels . Beim Empfangen mit dem in Fig. 3 gezeigten Hoch- 
. sind, verglichen mit dem in Fig. 6 gezeigten Hochfre- 20 frequenzschalter wird ebenfalls eine positive Spannung 
quenzschalter besonders eine Serienschaltung einer In- an den zweiten SteuerungsanschluB T2 angelegt In die- 
duktivitat LI und eines fflnften Kondensators C5 bzw. sem Fall wird eine Spannung, die an dem zweiten Wi- 
ein zweiter Widerstand R2 mit der ersten Diode Dl derstand R2 abfallt, an die erste Diode Dl als ruckwarts 
parallel verbunden. Weiterhin ist die Kathode der zwei- gerichtete Vorspannungsspannung angelegt, eine Span- 
ten Diode D2 iiber einen sechsten Kondensator C6 ge- 25 nung, die an dem dritten Widerstand R3 abfallt, wird an 
erdet Ein dritter Widerstand R3 ist ebenfalls mit der die zweite Diode D2 als eine ruckwarts gerichtete Vor- 
zweiten Diode D2 parallel verbunden, ein zweiter spannungsspannung angelegt. Folglich sind die erste 
SteuerungsanschluB T2 ist mit der Kathode der zweiten und die zweite Diode Dl und D2 sicher sperrend. Ent- 
Diode D2 iiber einen vierten Widerstand R4 verbunden. sprechend wird ein empfangenes Signal an die Emp- 
Mit dem zweiten SteuerungsanschluB T2 ist eine weite- 30 fangsschaltung RX.iibertragen. Zu diesem Zeitpunkt 
re Steuerungsschaltung zur Schaltung des Hochfre- gibt es. einen Fall, bei dem das Empfangssignal auf die 
quenzschalters verbunden. Sendeschaltungsseite TX flieBt. nachdem Kapazitats- 

Beim Senden mittels des Hochfrequenzschalters, der komponenten in den Dioden existieren. Bei dem Hoch- 
in Fig. 3 gezeigt ist, wird eine positive Spannung an den frequenzschalter ist die Induktivitat LI jedoch parallel 
■ ersten SteuerungsanschluB Tl angelegt Zu diesem Zeit- 35 mit der ersten Diode Dl verbunden. Mittels der Indukti- 
punkt wird eine vorwkrts gerichtete Spannung an die vitSt LI und der KapazitStskomppnente der ersten Di- 
erste und an die zweite Diode Dl und D2 angelegt, ode Dl wird eine Parallelresonanzschaltung gebildet. 
wodurch die erste und die zweite Diode Dl und D2 Folglich wird eine Induktivitat L des induktiven Bauele- 
jeweils leitend sind. Entsprechend wird ein Sendesignal ments LI durch die folgende Gleichung ausgedrttckt, in 
von der Sendeschaltung TX von der Antenne ANT ge- 40 der die Kapazitat der ersten Diode Dl durch CD darge- 
sendet und wird nicht auf die Seite der Empfangsschal- stellt ist, und f eine Arbeitsfrequenz darstellt 
tung RX ubertragen, nachdem die zweite Streifenlei- 
tung SL2 durch die zweite Diode D2 geerdet ist und in L = \/{{2nff x CD}. 
Resonanz ist, und eine Impedanz, die von dem Verbin- 
dungspunkt A aus in Richtung der Empfangsschaltungs- 45 Durch Einstellen der InduktivitSt L des induktiven 
seite RX beobachtet wird, unendlich ist . Bauelements LI auf einen Zustand der obigen Glei- 

Es gibt bei dem Hochfrequenzschalter, der in Fig. 3 chung kann eine gute Isolatioii zwischen der Sende- 

gezeigt ist, beim Senden. obwohl die erste Diode Dl und schaltung TX und der Antenne ANT erreicht werden. 

die zweite Diode D2 leitend sind, Induktivitatskompo- Folglich flieBt das Empfangssignal nicht zu der Sende- 

nenten in diesen Dioden. Beim Existieren einer solchen 50 schaltungsseite TX und ein Einfugungsverlust zwischen 

Induktivitatskomponente wird eine Impedanz, die von der Antenne ANT und der Empfangsschaltung RX kann 

dem Verbindungspunkt A der Antenne ANT und der erniedrigt werden. Wenn anstelle des induktiven Bau- 

zweiten Streifenleitung SL2 in Richtung der Empfangs- elements LI eine Obertragungsleitung mit einer hohen 

schaltungsseite RX beobachtet wird, nicht unendlich Impedanz verwendet wird, kann derselbe Effekt er- 

sein. Zum Entfemen eines Einflusses durch eine solche 55 reicht werden. 

Induktivitatskomponente wird eine Resonanzschaltung Bei dem in Fig. 3 gezeigten Hochfrequenzschalter 

mit der Induktivitatskomponente der zweiten Diode D2 wird der funfte Kondensator C5 mit dem induktiven 

und mit den sechsten Kondensator C6 gebildet Folglich Bauelement LI in Serie verbunden, um ebenfalls zu ver- 

wird die Kapazitat C des sechsten Kondensators C6 hindem, daB ein Strom iiber das induktive Bauelement 

durch die folgende Gleichung ausgedriickt, in der Ld die eo LI flieBt, wenn an den ersten und den zweiten Steue- 

Induktivitatskomponente der zweiten Diode D2 dar- rungsanschluB Tl und T2 Spannungen angelegt werden. 

stellt, und f eine Arbeitsfrequenz darstellt Wenn der funfte Kondensator C5 verbunden wird, wird 

die obige Gleichung als Reaktion auf dessen Kapazitat 

C <= l/{(2jif)^ X Ld} selbstverstandlich verandert 

65 Auf diese Art hat der in Fig. 3 gezeigte Hochfre- 

Durch Einstellen der Kapazitat C des sechsten Kon- quenzschalter gute Charakteristika, sowohl beim Sen- 

densators C6 auf einen Zustand der obigen Gleichung, den als auch beim Empfangea 
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schalters des Ausfuhrungsbeispieles mit Bezug auf elektrode 30 und einem Ende der ersten Streifenleitung 

Fig. 1, Fig. 2 usw. beschrieben. Wie besonders in Rg. 1 38 verbunden. Die auBere Elektrode 52a ist mit einer 

gezeigt ist, schlieBt der Hochfrequenzschalter 10 eine Steuerungsschaitung Uber einen Widerstand (nicht ge- 

Mehrschichtplatine oder ein Laminat 12 ein. Das Lami- zeigt) der der erste Widerstand Rl ist. verbunden. Der 

nat 12 ist durch Laminieren vieler dielektrischer Schich- 5 Widerstand, der der erste Widerstand Rl ist, kann auf 

ten gebildet der oberen dielektrischen Schicht 14 gebildet sein. 

Auf der oberen dielektrischen Schicht 14, wie in Die auBere Elektrode 52b ist mit einem Ende der 

Fig. 2(A) gezeigt, werden die Kontaktflecken und eine ersten Diode 18, einem Ende des Chip-Widerstands 22, 

Kondensatorelektrode 16 des sechsten Kondensators einem Ende des Chip-Kondensators 28, der Kondensa- 

C6 gebildet. Eine erste und eine zweite Diode 18 und 20, 10 torelektrode 34 und einem Ende der zweiten Streifenlei- 

Chip-Widerstande (oder gedruckte Widerstande) 22, 24 tung 40 verbunden. 

und 26 als zweiter, dritter und vierter Widerstand R2, R3 Die auBere Elektrode 52c ist mit der Kondensator- 

und R4 und ein Chip-Kondensator 28 als funfter Kon- elektrode 44 verbunden. Die SuBere Elektrode 52c ist 

densator C5 werden mit den Kontaktflecken und der mitderAntenne ANT verbunden. Die auBere Elektrode 

Kondensatorelektrode 16 verbunden. 15 52e ist mit einem Ende des Chip-Widerstands 26 ver- 

Auf einer weiteren dielektrischen Schicht 14, wie in bunden. Die luBere Elektrode 52e ist mit einer weiteren 

Fig. 2 (B) gezeigt ist, wird eine Kondensatorelektrode Steuerungsschaitung verbunden. 

(30) des zweiten Kondensators C2 gebildet Die auBere Elektrode 52f ist mit der Kondensator- 

Auf der dritten dielektrischen Schicht 14, wie in elektrode 42 verbunden. Die auBere Elektrode 52f ist 

Fig. 2(C) gezeigt ist, werden die Kondensatorelektroden 20 niit der Sendeschaltung TX verbunden. 

32, 34 und 36 des ersten, dritten und vierten Kondensa- Die auBere Elektrode 52g ist mit dem anderen Ende 

tors CI, C3 und C4 gebildet der ersten Elektrode 18, dem anderen des Chip-Wider- 

Auf der vierten dielektrischen Schicht 14. wie in stands 22, .der Kondensatorelektrode 32, dem anderen 

Fig. 2(D) gezeigt ist, wird eine erste und eine zweite Ende der ersten Streifenleitung 38 und einem Ende der 

Streifenleitung 38 und 40 gebildet. 25 Spulenelektrode 48 verbunden. 

Auf der fiinften dielektrischen Schicht 14, wie in Die exteme Elektrode 52i ist mit dem anderen Ende 

Fig. 2(E) gezeigt ist, werden die anderen Kondensator- der zweiten Diode 20, dem anderen Ende des Chip-Wi- 

elektroden 42, 44 und 46 der ersten, dritten und vierten derstands 24, der Kondensatorelektrode 36 und dem 

Kondensatoren CI, C3 und C4 gebildet anderen Ende der zweiten Streifenleitung 40 verbunden. 

. Auf der sechsten dielektrischen Schicht 14, wie in 30 Die exteme Elektrode 52j ist mit der Kondensator- 

Fig. 2 (F) gezeigt ist, wird eine Spulenelektrode 48 als elektrode 46 verbunden. Die auBere Elektrode 52j ist 

induktives Bauelement LI gebildet mit der Empfangsschaltung RX verbunden. 

Auf der siebten dielektrischen Schicht 14, wie in Die auBeren Elektroden 52k und 521 sind mit den 

Rg. 2(G) gezeigt ist, wird eine Masseelektrode 50 als zwei Masseelektroden 50 verbunden. Das andere Ende 

weitere Kondensatorelektrode des zweiten und des 35 der Spulenelektrode 48 ist mit dem anderen Ende des 

sechsten Kondensators C2 und C6 gebildet Kondensators 28, zum Beispiel durch Bilden eines 

Dann wird das Laminat 12 zum Beispiel durch Lami- Durchgangslochs (nicht gezeigt), das durch die dielektri- 

nieren der ersten dielektrischen Schicht 14 aus Fig. 2(A) sche Schicht 14 gebildet wird, verbunden. 

auf die sechste dielektrische Schicht (14) aus Fig. 2(F) . Folglich hat der in Fig. 1 gezeigte Hochfrequenz- 

gebildet, wobei die sechste dielektrische Schicht 14 aus 40 schalter 10 die in Fig. 3 gezeigte Schaltung. 

Fig. 2(F) auf die dritte dielektrische Schicht 14 aus Nachdem die erste und die zweite Streifenleitung 38 

Fig. 2(C) laminiert wird, wobei die dritte dielektrische und 40 innerhalb des Laminats 12 vorgesehen sind, und 

Schicht 14 aus Fig. 2(C) auf die fiinfte dielektrische die erste und die zweite Diode 18 und 20 auf der ober- 

Schicht 14 aus Fig. 2(E) laminiert wird, wobei die funfte sten dielektrischen Schicht 14 des Laminats 12 befestigt 

dielektrische Schicht 14 aus Fig. 2(E) auf die siebte di- 45 sind. hat der in Fig. 1 gezeigte Hochfrequenzschalter 10, 

elektrische Schicht 14 aus Fig. 2(G) laminiert wird. wo- verglichen mit einem Fall, bei dem diese Teile auf einem 

bei die siebte dielektrische Schicht 14 aus Fig. 2(G) auf Substrat befestigt sind, eine Flache, die verkleinert und 

die vierte dielektrische Schicht 14 aus Fig. 2(D) lami- in einer ebenen Darstellung miniaturisiert ist Die erste 

niert wird, wobei die vierte dielektrische Schicht 14 aus und die zweite Streifenleitung 38 und 40 kSnnen selbst- 

Fig. 2(D) auf eine weitere siebte dielektrische Schicht 14 50 verstandlich ebenfalls auf verschiedenen dielektrischen 

aus Fig. 2(G) laminiert wird, und wobei eine weitere Schichten gebildet sein. 

siebte dielektrische Schicht 14 aus Fig. 2(G) auf die Nachdem die Masseelektrode 50 auf die erste und die 

zweite dielektrische Schicht 14 aus Fig. 2(B) laminiert zweite Streifenleitung 38 und 40 laminiert ist, um die 

wird. dielektrische Schicht dazwischen einzuschlieBen, kon- 

Weiterhin werden auf Abschnitten der vier Seiten des 55 nen bei dem in Fig. 1 gezeigten Hochfrequenzschalter 

Laminats 12, wie in Fig. 1 gezeigt ist, 12 auBere Elektro- 10 die Streifenleitungen 38 und 40 bezuglich ihrer Lange 

den 52a, 52b, 52Ci 52d, 52e, 52f, 52g, 52h, 52i. 52j, 52k und gekurzt werden, und die Miniaturisierung kann in einer 

521 gebildet In diesem Fall werden funf auBere Elektro- ebenen Darstellung noch mehr erhoht werden. 

den 52a, 52b auf Abschnitten einer Seite des Laminats Obgleich in dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbei- 

12 in einer Richtung der Breite nach gebildet, fOnf SuBe- eo spiel der Chip-Kondensator 28 als funfter Kondensator 

re Elektroden 52f — 52j werden auf Abschnitten der an- C5 verwendet ist, kann der funfte Kondensator C5 zum 

deren Seite dessen in der Richtung der Breite nach ge- Beispiel durch Entfemen des Chip-Kondensators 28, 

bildet, eine auBere Elektrode 52k wird auf einem Ab- Bilden einer Kondensatorelektrode 28a. die mit einem 

schnitt einer Seite dessen in eine Richtung der Lange Ende der ersten Diode 18 auf der ersten dielektrischen 

nach gebildet, und eine auBere Elektrode 521 wird auf 65 Schicht 14, wie in Fig. 4(A) gezeigt ist, verbunden ist, 

einem Abschnitt der anderen Seite dessen in der Rich- und durch Bilden einer Kondensatorelektrode 28b, die 

tiinoWArT Snopnarh o<>K;Mpt aiif Her anderen .*?eite der .Snulenelektrode 48 auf der 
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zeigt ist. verbunden ist, mittels der Kondensatorelektro- 
de 28a, 28b und der ersten dielektrischen Schicht 14 
dazwischen gebildet werden. 

Obgleich das in Fig. 1 gezeigte Ausfuhrungsbeispiel 
die in Fig. 3 gezeigte Schaltung aufweist, wird die vor- 5 
liegende Erfindung zum Beispiei auf eine Schaltung fur 
einen anderen Hochfrequenzsciialter angewendet, der 
eine Streifenleitung, eine erste und eine zweite Diode 
Oder neben der in Fig. 3 gezeigten Schaltung die in 
Fig. 6 gezeigte Schaltung aufweist Weiterhin ist es lo 
mSglich, den Entwurf innerhalb der Lehre der vorlie- 
genden Erfindung zu verandern, zum Beispiei kSnnen 
der auf dem Laminat 12 gebildete Kondensator und die 
WiderstSnde vergraben sein. 

15 

Patentanspruche 

1. Hochfrequenzschalter (10). der mit einer Sende- 
schaltung (TX), einer Empfangsschaltung (RX) und 
einer Antenne (ANT) verbunden ist, zum Umschal- 20 
ten einer Verbindung zwischen der Sendeschaltung 
(TX) und der Antenne (ANT) und einer Verbindung 
zwischen der Empfangsschaltung (RX) und der An- 
tenne (ANT), gekeiuizeichnet durch folgende 
Merkmale: 25 
eine erste Diode (Dl), deren Anode mit der Sende- 
schaltungsseite (TX) verbunden ist, und deren Ka- 
thode mit der Antennenseite (ANT) verbunden ist; 
eine Streifenleitung (SL2). die zwischen der Anten- 
ne (ANT) und der Empfangsschaltung (RX) ge- 30 
schaltetist;und 

eine zweite Diode (D2), deren Anode mit der Emp- 

fangsschaltungsseite (RX) verbunden ist, und deren 

Kathode mit einer Masseseite verbunden ist, 

wobei die Streifenleitung (SL2) innerhalb einer 35 

Mehr-Schichtplatine (12) vorgesehen ist; 

wobei die erste Diode (Dl) und die zweite Diode 

(D2) auf der Mehr-Schichtplatine (12) befestigt 

sind. 

2. Hochfrequenzschalter (10) nach Anspruch 1, fer- « 
ner gekennzeichnet durch: 

eine weitere Streifenleitung (SLl), die mit der An- 
ode der ersten Diode (Dl ) verbunden ist, 
wobei die weitere Streifenleitung (SLl) innerhalb 
der Mehr-Schichtplatine (12) vorgesehen ist. 45 

3. Hochfrequenzschalter (10) nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, 

daB die Anode der ersten Diode (Dl) mit der Sen- 
deschaltung (TX) uber eine erste Kapazitat (Cl) 
verbunden ist, 5„ 
daB die weitere Streifenleitung (SLl) uber einen 
zweiten Kondensator (C2)geerdet ist, 
daB die Kathode der ersten Diode (Dl) mit der 
Antenne (ANT) uber einen dritten Kondensator 
(C3) verbunden ist, und 55 
daB die Anode der zweiten Diode (D2) mit der 
Empfangsschaltung (RX) fiber einen vierten Kon- 
densator (C4) verbunden ist, 
wobei der erste Kondensator (Cinder zweite Kon- 
densator (C2), der dritte Kondensator (C3) und der 60 
vierte Kondensator (C4) innerhalb der Mehr- 
Schichtplatine (12) vorgesehen isL 

4. Hochfrequenzschalter (10) nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, 

daB die Mehr-Schichtplatine (12) laminierte dielek- 55 
trische Schichten (14) einschlieBt, wobei mindestens 
einer des ersten Kondensators (CU. Hes rweitpn 



Oder des vienen Kondensators (C4) durch die di- 
elektrische Schicht (14) und zwei Kondensatorelek- 
troden,die die dielektrische Schicht (14) schichtwei- 
se einschlieflen. gebildet ist. 

5. Hochfrequenzschalter (10) nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine MuBere 
Elektrode (52a-521). die auf einem Abschnitt einer 
Seiteder Mehrschichtplatine (12) gebildet ist. 

6. Hochfrequenzschalter nach einem der Anspru- 
che 1 bis 5. gekennzeichnet durch 

eine Serienschaltung aus einem induktiven Bauele- 
ment (LI) und einem Kondensator (C5), wobei die 
Serienschaltung mit der ersten Diode (Dl) parallel 
verbunden ist, wobei das induktive Bauelement 
(LI) innerhalb der Mehr-Schichtplatine (12) vorge- 
sehen isL 
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